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W. I. FISTUL, F. A, GIMELFARB: Badania p6iprzewodnikowych roztworéw stalych za pomocq sond elek tra -
nowych i jonowych

W artykule przedstawiono wyniki badar péprzewodnikowych roztworéw stalych, oméwiono nowe mozliwotci
zastosowania metod: lokalnej analizy rentgenospektralnej, mikrokatodoluminescencii i mikroanalizy jonowej.

G. G. GWELESJANI, W. G. RCCHItADZE, A, Z. KANDEtAKI, T, D, ABASZIDZE:
Badanie mozliwosci otrzymywania monokrysztatéw tlenkéw zelaza i niklu metodq transportu materiatu w tuku
elektrycznym prqdu statego

W artykule oméwiono wyniki badar nad prawidlowosciami otrzymywania monokrysztatéw tlenkéw zelaza i niklu,
uzyskane za pomocq metody transportu materialu w tuku elektrycznym prqdu stalego. Opisano konstrukeie
urzqdzenia do monokrystalizacji tlenkéw trudnotopliwych. Ustalono parametry wzrostu monokrysztatéw.

J. $WIDERSKI: Podwéjna mikroniejednorodnoé¢ pélprzewodnikéw A B,
Opisano wtémq mikronie jednorodnosé /mikrostoistose, materialéw AIIIBV’ zwiqzanq ze zjawiskami rekombinacy jn

A. BUKOWSKI, J. DRAGOWSKI, J. BLAZEWICZ: Badania nad otrzymywaniem jednorodnych monokrysztatéw
krzemu silnie domieszkowanych antymonem

Artykut przedstawia wyniki badart nad wplywem warunkéw wzrostu monokryszta¥éw na makro=i mikroniejedno ~
rodno$é tego materiatu, 19 3

Badania dotyczyly krzemu silnie domieszkowanego antymonem, o koncentracji 10~ a.j.m. Sb/em™,

Ustalono zwiqzek miedzy parametrami procesu monokrystalizacji a jednorodnogciq materiatu. W wyniku badar
uzyskano widocznq poprawe jako$ci krzemu domieszkowanego antymonem przy danej koncentraciji tego
pierwiastka w krzemie. W pierwszej czeéci artykulu przedstawiono poglqd na jednorodno§é monokrysztaléw
krystalizowanych ze stopionego pierwiastka lub zwiqzku. Analizy tej dokonano na podstawie danych z litera -
tury oraz wlasnych doswiadczefi w dziedzinie monokrystalizacji materiatéw péiprzewodnikowych.
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B. K. QUCTYIb, ¢. A. T'MMEINBOAPE ~ HccnenoBaHHA NOXYNPOBOAHMKOBHX TBEPAHX
PAcTBOPOB C MOMONLBD 3/EKTPOHHHX ¥ HOHHHX 30BAOB

B craTse npexCcTaBliieHH pPe3ylBbTaTH HCCleZOBaHUI NMONYNPOBOXHKKOBHX TBEPAHX PacTBO—
POB, OOCYXAEHO HOBH® BO3MOXHOCTHM NpPHMEHEHMA METOLOB: JIOKAJIBHOI'O DPEHIIE€HOCIIEK —
TpaJIBHOI'O aHaiu3a, MHKPOKATOAONKMMHECIIEHLHWH H AOHHOTO MMKpOQHAaJIK3a.

I. . I'BEIEUMAHN, B. I'. PUXWIAZLSE, A. 3. KAHZENMAKM, T. M. ABAIMISE -~ Hccne—
ZOBAHMA BO3MOEHOCTE{ NOJNYUEHUA MOHOKPUCTANIOB OKMCIOB Zelesa U HHUKeJ MEeTOHAOM
nepeHoca BeMecTBAa B 3NEKTPUYECKOU Ayre MOCTOAHHOrO TOKa

B cratke NMpeACTaBlEHH PEe3yABTATH MCCHEAROBAHMA NMPaBAIBHOCTH MONyYEHMA
MOHOKDHCTAIIOB OKMcell Xellesa M HUKeJNA MeTOZOM NepeHoca BEMECTBA B 3AEKTPH —
yeckolt Zyre MOCTOAHHOTO TOKa. ONMpeZelieHO MapaMeTpH HX pocTa

TIILV
fl. CBUZEPCKI: — IBolfiHaA MMKPOHEOAHOPOAHOCTH MOJYNPOBORHHUKOL A B.

Onmucano sddexT ABOAHON MUKDOHEOZHOPOCTM C3A38HHHHA C PEKOMOMHALMOHHHMY fABIEHUAMH
ITI LV
B MaTepuanax A B".

A. BYKOBCKWA, f. APOHI'OBCKH, fl. BIAXEBUY —"Mccnenonﬁnua NONYYEHHA OAHOPOZHHX
MOHOKPHCTAJIIOB KPEMHMSI CMJIBHO JIePMPOBAHHHX CYpPBMOMH

[lpescTaBlieHH Pe3yABTATH MCCJIEAOBAHUA BAMAHHA YCAOBUR BHDAMMBAHHA MOHOKpHKCTa—
JANOB KPEMHMS HA MMKDO M MAKPOOAHOPOZAHOCTH COMpPOTHBAEHMA. McclenoBaHMA Kacaluch
CHJIBHOJNETMPOBAHHOT'O KPEMHUA CYDEMO#t A0 KOHUEHTpaLu# 101%¢7 cypbuu/cu3.

Ha#izeHa 3aBMCHMOCTE MEXZY MapaMeTpaM¥ pPocTa U ORHOPOAZHOCTBD MaTepualiia. B pesyne—
TaTe MccleZOBaHMU NONYUEHO SHAUMTENBHOE YIyuNEHHE KAYyeCTBA KDEMHH CUIBHO
JIePUPOBAHHOIO CYDPBEMO#.

B nepBolt vacTu cTaThM MPEACTABAEHO COBEPWEHHYO TOUKY 3PEHUS HA OZHOPORHOCTH
KPUCTAJIOB BHpAWBAEM:HX M3 pacliaBa.

8roT aHanM3 npoBeZeH Ha 0ase AMTEPATYPHHX AAHHHX M COGCTBEHHHX HCCAeZOBaHMU
MOHOKDUCTANNN3AUMN MOJIyNPOBOAHUKOBHX MATEPUaNOB.
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W. I. FISTUL, F. A. GIMELFARB: Research in semiconductor solid solutions by means of electron and ion probes

In this paper are presented results of research in semiconductor solid solutions and are discussed new possibilli -
ties of applying the following methods: X -ray spectral local analysis, microcathodoluminiscence and ionic
microanalysis,

G. G. GWELESJANI, W, W, RCCHItADZE, A, Z. KANDEtAKI, T. D. ABASZIDZE:
Research in receiving of Ferric and Nickel Oxide by the method of material transport in d.c. electric arc

In this paper are discussed researches in regularities of receiving of Ferric and Nickel Oxide monocrystals by
means of material transport in d.c. electric arc and are discribed the construction of crystal growing equipment
high=melting Oxide. Also parometers of monocrystalgrowth has been found.

Jo SWIDERSKI: Double microunhomogeity of the semiconductar group A“'BV

The double microunhomogeneity of AIHB'V group materials involved with recombination phenomena are described,

A. BUKOWSKI, J. DRAGOWSKI, J, BLAZEWICZ: Research in receiving of homogeneous Silicon monocrystals
strong doped with Antimony

The influence of growth conditions on the micro and macro homogeneity of Silicon single crystals was studied.
The Silicon under investigation have been Sb doped /10'7 amu Sh/cm</. The relation was determined between
the growth parameters and Silicon homogeneity. As a result better quality Silicon crystal were obtained.

In the first part of the paper a state of art of the in homogeneity in the melt grown crystals in presented. This
analysis have been done on a base of the literature sources as well as on the authors own experience in a field
of the single crystal growth of semiconductor materials.



INFORMACJA DLA AUTOROW

W celu ulatwienia prac redakcy jnych zwigzanych z przygotowaniem materialu do druku redakcija prosi

Autoréw o przestrzeganie podanych nizej wskazéwek:

1. ObigfoEci artykutéw w zasadzie nie powinny przekracza€ 10-15 stron maszynopisu.

2, Artykuly powinny by & napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jednostronnie,z interliniq /co drugi

14

wiersz/, z marginesem 3,5 ¢m z lewej strony, duzq czcionkq. Na arkuszu nie powinno by ¢ wiecej niz 31
wierszy po 65 znakéw. Wszystkie strony powinny by ¢ numerowane,

Na marginesie- tekstu nalezy zaznaczy & miejsca, w ktérych powinny by & umieszczone rysunki i tabele.

Wszystkie tabele i zestawienia /unikaé zbyt duzych/ nalezy wykonywaé osobno /nie w maszynopisie calego
ortykutu/, w 4 egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerowaé kolejno. U géry kaidej tabeli podaé
ty tut objasniajqcy.

Artykuly nalezy nodsylaé w 4 egzemplarzach; powinny byé dotqczone do nich krétkie streszczenia w jezyku
polskim, rosyjskim i angielskim /réwniez w 4 egzemplarzach/.

Artykuly powinny w zasadzie by € podzielone logicznie na czefci, a w czgéci koricowej winny byé sformuto =
wane wnioski. Tytuléw rozdzialéw nie nalezy podkreslaé, W miare moinosci unikaé podziatu artykulu na
oddzielnie zatytulowane czesci.

Rysunki powinny by& nadsylane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz zatqczone oddzielnie

w usztywnionej kopercie. Spisy rysunkéw zawierajqce teksty napiséw pod rysunkami nalezy sporzqdzaé
oddzielnie /niezaleznie od tekstu artykuléw/, w 4 egzemplarzach. Rysunki nalezy wykonywaé na przezro=
czystej kalce drukarskiej.

Fotografie powinny by & ostre i wykonane na bialym blyszczqeym papierze fotograficznym, Numery fotografii
i powigkszenie nalezy podawaé na odwrocie - otéwkiem. Numeraciq nalezy objaé rysunki i fotografie
lqcznie /nie stosowaé oddzielnej numeracii dla rysunkéw i oddzielnej dla fotografii/.

Po zakoficzeniu artykulu nalezy podaé wykaz literatury, wymieniajqc kolejno nazwisko autora' i pierwsze
litery imion, pelny tytul dzieta lub artykulu, tytut czasopisma, nr tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok ,
ewentualnie numer strony. Pozycie wykazu literatury winny by & numerowane, w tekscie powolania na numer
pozycii w nawiasach kwadratowych, np. (1].

Stownictwo techniczne, jednostki miar, skréty najwazniejszych oznaczefi wielkosci we wzorach itp.
powinny by & zgodne z terminologiq przyjetq przez Polskie Normy, Migdzynarodowy Uklad Miar /S1/ oraz
z innymi obowiqzujqcymi przepisami.

Maszynopis powinien by ¢ bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora, Poprawek na
stronie nie powinno by €& wiecej niz 3.

Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakey inych, niezbednych skrétéw,
korekty stylistycznej itp.

Fakt nadestania pracy do wydrukowania w "Materialach Elektronicznych" uwazamy fest za réwnoznaczny
z ofwiadczeniem Autora, Ze praco nie byla drukowana oni wyslana do drukowania w zadnym innym czaso =
piémie krajowym lub zagranicznym,

Autorzy proszeni sq o dokladne podawanie adresu i numery telefonu celem latwiejszego porozumiewania sie
i ewentualnego przeslania naleinego honorarium.
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